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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データ信号を伝達する複数のデータ線と，選択信号を伝達する複数の走査線と，前記デ
ータ線および前記走査線に接続される複数の画素とを含む表示パネルにおいて：
　前記画素は，
　印加される電流に対応して互いに異なる色相で発光する少なくとも２つの発光素子と；
　前記選択信号が印加される間，前記データ信号を入力し，前記データ信号に対応する第
１電流を出力する駆動部と；
　前記第１電流を前記発光素子へそれぞれ伝達する少なくとも２つのスイッチング部とを
備え，
　前記スイッチング部は，
　前記駆動部と前記発光素子との間に直列接続され，互いに異なるタイプのチャネルを有
する少なくとも２つのトランジスタを備えることを特徴とする，表示パネル。
【請求項２】
　前記駆動部は，
　第１電極，第２電極，および第３電極を備え，前記第１電極と前記第２電極との間の印
加された電圧に対応した電流を前記第３電極へ出力するトランジスタと；
　前記トランジスタの前記第１電極と前記第２電極との間に電気的に接続する第１キャパ
シタと；
　前記選択信号に応答して前記データ信号を前記キャパシタへ伝達するスイッチング素子
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とを備えることを特徴とする，請求項１記載の表示パネル。
【請求項３】
　前記トランジスタの前記第２電極は第１電源と接続し，
　前記駆動部は，前記トランジスタの前記第１電極と前記第１キャパシタとの間で接続さ
れる第２キャパシタと；
　第１制御信号に応答して前記トランジスタをダイオード接続させる第４スイッチング素
子と；
　第２制御信号に応答して前記第２キャパシタの電極のうち前記第１キャパシタ側の電極
に前記第１電源の電圧を印加する第５スイッチング素子とをさらに備えることを特徴とす
る，請求項２記載の表示パネル。
【請求項４】
　前記第１制御信号と前記第２制御信号は，同一の制御信号であることを特徴とする，請
求項３記載の表示パネル。
【請求項５】
　前記第１制御信号は前記選択信号が印加される前に印加された直前の走査線の選択信号
であることを特徴とする，請求項４記載の表示パネル。
【請求項６】
　前記画素は，印加される電流に対応して，互いに異なる色相で発光する第１発光素子及
び第２発光素子を含むことを特徴とする，請求項１記載の表示パネル。
【請求項７】
　前記画素は，前記第１電流を前記第１発光素子および第２発光素子へそれぞれ伝達する
第１スイッチング部および第２スイッチング部を含み，
　前記第１スイッチング部は，前記駆動部と前記第１発光素子との間に直列接続されたＰ
ＭＯＳトランジスタおよびＮＭＯＳトランジスタを備え，
　第２スイッチング部は，前記駆動部と前記第２発光素子との間に直列接続されたＰＭＯ
ＳトランジスタおよびＮＭＯＳトランジスタを備えることを特徴とする，請求項６記載の
表示パネル。
【請求項８】
　前記第１スイッチング部の前記ＮＭＯＳトランジスタと前記第２スイッチング部の前記
ＰＭＯＳトランジスタのゲートには，同一である第１発光信号が印加され，
　前記第１スイッチング部の前記ＰＭＯＳトランジスタと前記第２スイッチング部の前記
ＮＭＯＳトランジスタのゲートとには，同一である第２発光信号が印加されることを特徴
とする，請求項７記載の表示パネル。
【請求項９】
　前記画素は，印加される電流に対応して，互いに異なる色相で発光する第１発光素子，
第２発光素子，および第３発光素子を含むことを特徴とする，請求項１記載の表示パネル
。
【請求項１０】
　前記画素は，前記第１電流を前記第１発光素子，第２発光素子，および第３発光素子へ
それぞれ伝達する第１スイッチング部，第２スイッチング部，および第３スイッチング部
を備え，
　前記第１スイッチング部，第２スイッチング部，および第３スイッチング部は，それぞ
れ前記駆動部と前記第１発光素子，第２発光素子，および第３発光素子との間に直列接続
された３つの発光トランジスタを備えることを特徴とする，請求項９記載の表示パネル。
【請求項１１】
　データ信号を伝達する複数のデータ線と；
　選択信号を伝達する複数の走査線と，前記データ線と前記走査線に接続された複数の画
素とを含む表示部と；
　１フィールドの間，少なくとも２つの前記データ信号を時分割して前記データ線に印加
するデータ駆動部と；
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　前記複数の走査線に順次選択信号を印加するための走査駆動部とを含み，
　前記画素は，
　印加される電流に対応して互いに異なる色相で発光する少なくとも２つの発光素子と；
　前記選択信号が印加される間，前記データ信号を入力し，前記データ信号に対応する第
１電流を出力する駆動部と；
　前記第１電流を前記発光素子へそれぞれ伝達する少なくとも２つのスイッチング部とを
含み，
　前記スイッチング部は，
　前記駆動部と前記発光素子との間に直列に各々接続され，互いに異なるタイプのチャネ
ルを有する少なくとも２つのトランジスタを備えることを特徴とする，表示装置。
【請求項１２】
　前記１フィールドは，少なくとも２つのサブフィールドに分けられて駆動され，
　前記走査駆動部は，前記サブフィールド毎に前記複数の走査線に前記選択信号を順次印
加することを特徴とする，請求項１１記載の表示装置。
【請求項１３】
　前記画素は，印加された電流に対応して，互いに異なる色相で発光する少なくとも２つ
の発光素子を含み，
　前記データ駆動部は，前記少なくとも２つの発光素子に対応するデータ信号を順次印加
することを特徴とする，請求項１２記載の表示装置。
【請求項１４】
　前記少なくとも２つの発光素子は，印加される電流に対応して，互いに異なる色相で発
光する第１発光素子および第２発光素子を含み，
　前記少なくとも２つのスイッチング部は，前記第１電流を前記第１発光素子および第２
発光素子へそれぞれ伝達する第１スイッチング部および第２スイッチング部を含むことを
特徴とする，請求項１１記載の表示装置。
【請求項１５】
　前記１フィールドは，第１サブフィールドと第２サブフィールドに分けられて駆動され
，
　前記第１スイッチング部は，第１区間の間，前記第１電流を前記発光素子のうちのいず
れかへ伝達し，
　前記第２スイッチング部は，第２区間の間，前記第１電流を前記発光素子のうちのいず
れかへ伝達することを特徴とする，請求項１４記載の表示装置。
【請求項１６】
　前記データ駆動部および前記走査駆動部は，前記表示部の形成された表示パネル上に形
成されることを特徴とする，請求項１１記載の表示装置。
【請求項１７】
　印加される電流に対応して互いに異なる色相で発光する少なくとも２つの発光素子と；
　データ信号を入力し，前記データ信号に対応する第１電流を出力する駆動回路と；
　第１期間の間，前記第１電流を前記少なくとも２つの発光素子のうちのいずれか一つへ
伝達する第１スイッチング回路と；
　第２期間の間，前記第１電流を前記少なくとも２つの発光素子のうち残りのもう一つへ
伝達する第２スイッチング回路とを含み，
　前記第１スイッチング回路および第２スイッチング回路は，直列に接続され，互いに異
なるタイプのチャネルを有する２つのトランジスタをそれぞれ備えることを特徴とする，
画素回路。
【請求項１８】
　前記駆動回路は，
　第１電極，第２電極，および第３電極を備え，前記第１電極と前記第２電極との間に印
加される電圧に対応する電流を前記第３電極へ出力するトランジスタと；
　前記トランジスタの前記第１電極と第２電極との間に電気的に接続された第１キャパシ
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タと；
　前記選択信号に応答して前記データ信号を前記第１キャパシタへ伝達するスイッチング
素子とを備えることを特徴とする，請求項１７記載の画素回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は，発光表示装置と，その表示パネルおよび画素回路に係り，特に，有機物質の
電界発光を用いた有機エレクトロルミネセンス（以下，「有機ＥＬ」という）表示装置お
よびその駆動方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に，有機ＥＬ表示装置は，蛍光性有機化合物を電気的に励起させて発光させる表示
装置であって，Ｎ×Ｍ個の有機発光セルに電圧書き込み或いは電流書き込みを行って画像
を表現することができるようになっている。このような有機発光セルは，アノード，有機
薄膜，カソードレーヤの構造をもっている。
【０００３】
　有機薄膜は，電子と正孔のバランスを良くして発光効率を向上させるために，発光層（
ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｌａｙｅｒ，ＥＭＬ），電子輸送層（ｅｌｅｃｔｒｏｎ　ｔｒａｎｓ
ｐｏｒｔ　ｌａｙｅｒ，ＥＴＬ）および正孔輸送層（ｈｏｌｅ　ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｌ
ａｙｅｒ，ＨＴＬ）を含んだ多層構造からなり，且つ別途の電子注入層（ｅｌｅｃｔｒｏ
ｎ　ｉｎｊｅｃｔｉｎｇ　ｌａｙｅｒ，ＥＩＬ）と正孔注入層（ｈｏｌｅ　ｉｎｊｅｃｔ
ｉｎｇ　ｌａｙｅｒ，ＨＩＬ）を含んでいる。
【０００４】
　このような有機発光セルを駆動する方式は，パッシブマトリックス（ｐａｓｓｉｖｅ　
ｍａｔｒｉｘ）方式と，薄膜トランジスタ（ｔｈｉｎ　ｆｉｌｍ　ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ
，ＴＦＴ）を用いたアクティブマトリックス（ａｃｔｉｖｅ　ｍａｔｒｉｘ）方式に大別
される。
【０００５】
　パッシブマトリックス方式は，陽極と陰極を直交配置し，ラインを選択して駆動するが
，これに対して，アクティブマトリックス方式は，薄膜トランジスタを各画素電極に接続
し，薄膜トランジスタのゲートに接続されたキャパシタ容量によって維持された電圧に応
じて駆動する方式である。このようなアクティブマトリックス方式は，キャパシタに電圧
書き込みを行って維持させるために印加される信号の形態によって，電圧書き込み（ｖｏ
ｌｔａｇｅ　ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ）方式と電流書き込み（ｃｕｒｒｅｎｔ　ｐｒｏｇ
ｒａｍｍｉｎｇ）方式に分けられる。
【０００６】
　従来の有機ＥＬ表示装置は，様々な色相を表現するために一つの画素がそれぞれの色相
を有する複数の副画素からなり，このような副画素から発光する色相の組み合わせで色相
が表現される。一般に，一つの画素は，赤色Ｒを表示する副画素，緑色Ｇを表示する副画
素，および青色Ｂを表示する副画素からなるが，これらの赤色，緑色および青色の組み合
わせで色相が表現される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら，このような副画素を駆動するためには，副画素別に，有機ＥＬ素子を駆
動するための駆動トランジスタ，スイッチングトランジスタおよびキャパシタが必要とな
るうえ，データ信号を伝達するためのデータ線および電源電圧を伝達するための電源線が
設けられなければならない。よって，一つの画素において形成されるトランジスタ，キャ
パシタ，および電圧または信号を伝達するための配線が多く必要となり，画素の内部にこ
れらを配置するのが困難であった。また，画素の発光領域に該当する開口率が減少すると
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いう問題点があった。
【０００８】
　本発明は，上記問題点に鑑みてなされたものであり，本発明の目的は，開口率を向上さ
せることが可能な発光表示装置を提供することにある。
【０００９】
　また，本発明の別の目的は，画素の内部に含まれる素子の構成および配線を単純化する
ことが可能な発光表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するため，本発明の第１の観点によれば，データ信号を伝達する複数の
データ線と，選択信号を伝達する複数の走査線と，前記データ線および前記走査線に接続
される複数の画素とを含む表示パネルが提供される。上記表示パネルのうち前記画素は，
印加される電流に対応して発光する少なくとも２つの発光素子と，前記選択信号が印加さ
れる間，前記データ信号を入力し，前記データ信号に対応する第１電流を出力する駆動部
と，前記第１電流を前記発光素子へそれぞれ伝達する少なくとも２つのスイッチング部と
を含み，前記スイッチング部は，前記駆動部と前記発光素子との間に直列接続され，互い
に異なるタイプのチャネルを有する少なくとも２つのトランジスタを含むことを特徴とし
ている。
【００１１】
　上記駆動部は，第１電極，第２電極，および第３電極を備え，第１電極と第２電極との
間に印加される電圧に対応する電流を第３電極へ出力するトランジスタと；当該トランジ
スタの第１電極と第２電極との間に電気的に接続する第１キャパシタと；選択信号に応答
してデータ信号をキャパシタへ伝達するスイッチング素子とを備えるように構成してもよ
い。
【００１２】
　上記トランジスタの前記第２電極は第１電源と接続し，上記駆動部は，上記トランジス
タの第１電極と第１キャパシタとの間で接続される第２キャパシタと；第１制御信号に応
答してトランジスタをダイオード接続させる第４スイッチング素子と；第２制御信号に応
答して第２キャパシタの電極のうち第１キャパシタ側の電極に第１電源の電圧を印加する
第５スイッチング素子とをさらに備えるように構成してもよい。
【００１３】
　第１制御信号と第２制御信号は，略同一の制御信号であるように構成してもよく，上記
第１制御信号は上記選択信号が印加される前に印加された直前の走査線の選択信号である
ように構成してもよい。
【００１４】
　上記画素は，印加される電流に対応して，互いに異なる色相で発光する第１発光素子及
び第２発光素子を含むように構成してもよい。
【００１５】
　上記画素は，上記第１電流を第１発光素子および第２発光素子へそれぞれ伝達する第１
スイッチング部および第２スイッチング部を含み，上記第１スイッチング部および第２ス
イッチング部は，それぞれ第１発光素子と第２発光素子との間で直列接続されたＰＭＯＳ
トランジスタおよびＮＭＯＳトランジスタを備えるように構成してもよい。
【００１６】
　上記第１スイッチング部のＮＭＯＳトランジスタと第２スイッチング部のＰＭＯＳトラ
ンジスタのゲートには，略同一である第１発光信号が印加され，第１スイッチング部のＰ
ＭＯＳトランジスタと第２スイッチング部のＮＭＯＳトランジスタのゲートとには，略同
一である第２発光信号が印加されるように構成してもよい。
【００１７】
　上記画素は，印加される電流に対応して，互いに異なる色相で発光する第１発光素子，
第２発光素子，および第３発光素子を含むように構成してもよい。
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【００１８】
　上記画素は，第１電流を第１発光素子，第２発光素子，および第３発光素子へそれぞれ
伝達する第１スイッチング部，第２スイッチング部，および第３スイッチング部を備え，
第１スイッチング部，第２スイッチング部，および第３スイッチング部は，それぞれ駆動
部と第１発光素子，第２発光素子，および第３発光素子との間に直列接続された３つの発
光トランジスタを備えるように構成してもよい。
【００１９】
　また，本発明の別の観点によれば，データ信号を伝達する複数のデータ線と，選択信号
を伝達する複数の走査線と，前記データ線および前記走査線に接続される複数の画素とを
含む表示部と，１フィールドの間，少なくとも２つの前記データ信号を時分割して前記デ
ータ線に印加するデータ駆動部と，前記複数の走査線に順次選択信号を印加するための走
査駆動部とを含み，前記画素は，印加される電流に対応して発光する少なくとも２つの発
光素子と，前記選択信号が印加される間，前記データ信号を入力し，前記データ信号に対
応する第１電流を出力する駆動部と，前記第１電流を前記発光素子へそれぞれ伝達する少
なくとも２つのスイッチング部とを含み，前記スイッチング部は，前記駆動部と前記発光
素子との間に直列接続され，互いに異なるタイプのチャネルを有する少なくとも２つのト
ランジスタを備えることを特徴とする，表示装置が提供される。
【００２０】
　上記１フィールドは，少なくとも２つのサブフィールドに分けられ，そのサブフィール
ドに従い上記データ駆動部は駆動し，上記走査駆動部は，サブフィールド毎に複数の走査
線に選択信号を順次印加するように構成してもよい。
【００２１】
　上記画素は，印加された電流に対応して，互いに異なる色相で発光する少なくとも２つ
の発光素子を含み，上記データ駆動部は，少なくとも２つの発光素子に対応するデータ信
号を順次印加するように構成してもよい。
【００２２】
　上記少なくとも２つの発光素子は，印加される電流に対応して，互いに異なる色相で発
光する第１発光素子および第２発光素子を含み，少なくとも２つのスイッチング部は，第
１電流を第１発光素子および第２発光素子へそれぞれ伝達する第１スイッチング部および
第２スイッチング部を備えるように構成してもよい。
【００２３】
　上記１フィールドは，第１サブフィールドと第２サブフィールドに分けられ，上記デー
タ駆動部は駆動し，上記第１スイッチング部は，第１区間の間，第１電流を発光素子のう
ちのいずれかへ伝達し，上記第２スイッチング部は，第２区間の間，第１電流を発光素子
のうちのいずれかへ伝達するように構成してもよい。
【００２４】
　上記データ駆動部および走査駆動部は，表示部の形成された表示パネル上に形成される
ようにしてもよい。
【００２５】
　また，本発明の別の観点によれば，印加される電流に対応して発光する少なくとも２つ
の発光素子と，データ信号を入力し，前記データ信号に対応する第１電流を出力する駆動
回路と，第１期間の間，前記第１電流を前記少なくとも２つの発光素子のうちのいずれか
へ伝達する第１スイッチング回路と，第２期間の間，前記第１電流を前記少なくとも２つ
の発光素子のうちのもう一つへ伝達する第２スイッチング回路とを含み，前記第１スイッ
チング回路および第２スイッチング回路の少なくとも一つは互いに異なるタイプのチャネ
ルを有する２つのトランジスタを含むことを特徴とする，画素回路が提供される。
【００２６】
　上記駆動回路は，第１電極，第２電極，および第３電極を備え，上記第１電極と第２電
極との間に印加される電圧に対応する電流を第３電極へ出力するトランジスタと；トラン
ジスタの第１電極と第２電極との間に位置し電気的に接続する第１キャパシタと；選択信
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号に応答してデータ信号をキャパシタへ伝達するスイッチング素子とを備えるように構成
してもよい。
【００２７】
　上記少なくとも２つの発光素子は，上記印加される電流に対応して，互いに異なる色相
で発光し，第１スイッチング回路および第２スイッチング回路は，直列に接続する２つの
トランジスタをそれぞれ備えるように構成してもよい。
【発明の効果】
【００２８】
　以上説明したように，本発明によれば，一つの駆動部によって複数の有機ＥＬ素子を駆
動するで，開口率を向上させることができる。また，画素の内部に含まれる素子の構成お
よび配線を単純化することができる。
【００２９】
　また，非発光区間で有機ＥＬ素子への漏れ電流を遮断することで，画質を改善させるこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　以下，本発明の好適な実施の形態について，添付図面を参照しながら詳細に説明する。
なお，以下の説明及び添付図面において，略同一の機能及び構成を有する構成要素につい
ては，同一符号を付することにより，重複説明を省略する。
【００３１】
　図面において，本発明に係る一実施形態を明確に説明するために，説明と関係のない部
分は省略した。ある部分が他の部分に接続されているとするとき，これは直接接続されて
いる場合のみならず，その間に他の素子を挟んで間接的に接続されている場合も含む。
【００３２】
　まず，図１を参照しながら，本発明の実施形態に係る発光表示装置および駆動方法を詳
細に説明する。なお，図１は本発明の第１実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の概略平面図
，図２は図１の有機ＥＬ表示装置の画素の概略概念図である。
【００３３】
　図１に示すように，本発明の第１実施形態に係る有機ＥＬ表示装置は，表示パネル１０
０，選択走査駆動部２００，発光走査駆動部３００およびデータ駆動部４００を備える。
【００３４】
　表示パネル１００は，横方向に伸びている複数の走査線Ｓ１～Ｓｎ，Ｅｌ～Ｅｎ，列方
向に伸びている複数のデータ線Ｄ１～Ｄｍ，および複数の画素１１０を含む。
【００３５】
　画素１１０は，隣り合う２本の走査線Ｓ１～Ｓｎと隣り合う２本のデータ線Ｄ１～Ｄｍ
によって定義される画素領域に形成される。図２を参照すると，各画素１１０は，互いに
異なる色相の光を発光する有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１，ＯＥＬＤ２と，有機ＥＬ素子ＯＬＥ
Ｄ１，ＯＬＥＤ２を駆動するための駆動部１１１とを備える。このような有機ＥＬ素子は
，印加される電流の大きさに対応する明るさで光を発光する。
【００３６】
　選択走査駆動部２００は，該当走査線に接続された画素にデータ信号が書き込まれるよ
うに，複数本の走査線Ｓ１～Ｓｎに選択信号を順次印加し，発光走査駆動部３００は，有
機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１，ＯＬＥＤ２の発光を制御するために発光走査線Ｅ１～Ｅｎに発光
信号を順次印加する。データ駆動部４００は，選択信号が順次印加される度に，選択信号
が印加された走査線の画素に対応するデータ信号をデータ線Ｄ１～Ｄｍに印加する。
【００３７】
　選択走査駆動部２００と発光走査駆動部３００とデータ駆動部４００は，それぞれ表示
パネル４００の形成された基板に電気的に接続される。これとは異なり，選択走査駆動部
２００，発光走査駆動部３００および／またはデータ駆動部４００を，表示パネル１００
のガラス基板上に直接装着することもでき，表示パネル１００の基板に走査線，データ線
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およびトランジスタと同一の層から形成されている駆動回路で代替することもできる。ま
たは，選択走査駆動部２００，発光走査駆動部３００および／またはデータ駆動部４００
を，表示パネル１００の基板に接着されて電気的に接続されたＴＣＰ（ｔａｐｅ　ｃａｒ
ｒｉｅｒ　ｐａｃｋａｇｅ），ＦＰＣ（ｆｌｅｘｉｂｌｅ　ｐｒｉｎｔｅｄ　ｃｉｒｃｕ
ｉｔ）またはＴＡＢ（ｔａｐｅ　ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｂｏｎｄｉｎｇ）にチップなどの
形で装着することもできる。
【００３８】
　上記の際，本発明の第１実施形態では，一つのフィールドが２つのサブフィールドに分
割されて駆動され，２つのサブフィールドではそれぞれ有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１，ＯＬＥ
Ｄ２に対応するデータが書き込まれて発光される。このため，選択走査駆動部２００は，
サブフィールド毎に選択信号を順次選択走査線Ｓ１～Ｓｎに印加し，発光走査駆動部３０
０も，各色相の有機ＥＬ素子が一つのサブフィールドで発光するように発光信号を発光走
査線Ｅ１～Ｅｎに印加する。データ駆動部４００は，２つのサブフィールドでそれぞれ有
機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１，ＯＬＥＤ２にそれぞれ対応するデータ信号をデータ線Ｄ１～Ｄｍ
に印加する。
【００３９】
　次に，図３および図４を参照して，本発明の第１実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の具
体的な動作を詳細に説明する。
【００４０】
　図３は，本発明の第１実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の画素を示す回路図，図４は本
発明の第１実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の駆動タイミング図である。
【００４１】
　図３では選択走査線Ｓｎとデータ線Ｄｍに接続される電圧書き込み方式の画素を示した
。図３において，トランジスタはｐチャネルトランジスタとした。また，他の画素も図３
に示した画素と同一の構造を有するので，その説明を省略する。
【００４２】
　図３に示すように，本発明の第１実施形態に係る画素回路は，駆動トランジスタＭ１と
，スイッチングトランジスタＭ２と，２つの有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１と，有機ＥＬ素子Ｏ
ＬＥＤ２と，有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１および有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ２の発光をそれぞれ制
御する発光トランジスタＭ３１と，発光トランジスタＭ３２とを備える。
【００４３】
　一つの発光走査線Ｅｎは２本の発光信号線Ｅｎａ，発光信号線Ｅｎｂからなり，図３に
示してはいないが，残りの発光走査線Ｅ１～Ｅ（ｎ－１）もそれぞれ２本の発光信号線か
らなる。このような発光トランジスタＭ３１，Ｍ２２と発光信号線Ｅｎａ，Ｅｎｂは，駆
動トランジスタＭ１からの電流を有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１，ＯＬＥＤ２に選択的に伝達す
るためのスイッチング部を形成する。
【００４４】
　具体的に，スイッチングトランジスタＭ２は，ゲートが選択走査線Ｓｎに接続され，ソ
ースがデータ線Ｄｍに接続されることにより，選択走査線Ｓｎからの選択信号に応答して
データ線Ｄｍからのデータ電圧を伝達する。駆動トランジスタＭ１は，ソースが電源電圧
供給用の電源線ＶＤＤに接続され，ゲートがスイッチングトランジスタＭ２のドレインに
接続されており，駆動トランジスタＭ１のソースとゲートとの間にキャパシタＣｓｔが接
続されている。駆動トランジスタＭ１のドレインには発光トランジスタＭ３１，発光トラ
ンジスタＭ３２のソースがそれぞれ接続されており，トランジスタＭ３１，Ｍ３２のゲー
トにはそれぞれ発光信号線Ｅｎａ，発光信号線Ｅｎｂが接続されている。
【００４５】
　発光トランジスタＭ３１，Ｍ３２のドレインにはそれぞれ有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１，Ｏ
ＬＥＤ２のアノードが接続されており，有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１，ＯＬＥＤ２のカソード
には電圧ＶＤＤより低い電源電圧ＶＳＳが印加される。このような電源電圧ＶＳＳとして
は，陰の電圧または接地電圧が使用できる。
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【００４６】
　スイッチングトランジスタＭ２は，選択走査線Ｓｎからの低レベルの選択信号に応答し
てデータ線Ｄｍからのデータ電圧を駆動トランジスタＭ１のゲートに伝達し，トランジス
タＭ１のゲートに伝達されたデータ電圧と電源電圧ＶＤＤとの差に相当する電圧がキャパ
シタＣｓｔに蓄えられる。そして，発光トランジスタＭ３１が発光信号線Ｅｎａからの低
レベルの発光信号に応答してターンオンされると，駆動トランジスタＭ１から，キャパシ
タＣｓｔに蓄えられた電圧に対応する電流が有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１に伝達されて発光が
行われる。
【００４７】
　同様に，発光トランジスタＭ３２が発光信号線Ｅｎｂからの低レベルの発光信号に応答
してターンオンされると，駆動トランジスタＭ１から，キャパシタＣｓｔに蓄えられた電
圧に対応する電流が有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ２に伝達されて発光が行われる。
【００４８】
　一つの画素が互いに異なる色相を表示できるように２つの発光信号線にそれぞれ印加さ
れる２つの発光信号は，１フィールドの間に重複しない低レベルの期間をそれぞれ有する
。
【００４９】
　次に，図４を参照して本発明の第１実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の駆動方法を詳細
に説明する。図４に示すように，本発明の第１実施形態によれば，１フィールド１ＴＶが
２つのサブフィールド１ＳＦ，サブフィールド２ＳＦからなり，サブフィールド１ＳＦ，
２ＳＦではそれぞれ画素の有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１，ＯＬＥＤ２を駆動するための信号が
印加される。図４ではこれらのサブフィールド１ＳＦ，サブフィールド２ＳＦの期間を同
一に示した。
【００５０】
　ここでは，説明の便宜上，有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１が赤色の画像を表示し，有機ＥＬ素
子ＯＬＥＤ２が緑色の画像を表示すると仮定する。
【００５１】
　サブフィールド１ＳＦでは，まず第１行目の選択走査線Ｓ１に低レベルの選択信号が印
加されるとき，データ線Ｄ１～Ｄｍには第１行目の画素の有機ＥＬ素子ＯＥＬＤ１に対応
するデータ電圧Ｒが印加される。
【００５２】
　第１行目の発光信号線Ｅ１ｒに低レベルの発光信号が印加される。すると，第１行目の
各画素のスイッチングトランジスタＭ２を介してデータ電圧ＲがキャパシタＣｓｔに印加
され，キャパシタＣｓｔにデータ電圧Ｒに対応する電圧が充電される。そして，第１行目
の画素の発光トランジスタＭ３１がターンオンされ，キャパシタＣｓｔに蓄えられたゲー
ト－ソース電圧に対応する電流が駆動トランジスタＭ１から赤色の有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ
１に伝達されて発光が行われる。
【００５３】
　次に，第２行目の選択走査線Ｓ２に低レベルの選択信号が印加されるとき，データ線Ｄ
１～Ｄｍには第２行目の画素の赤色に対応するデータ電圧Ｒが印加される。また，第２行
目の発光信号線Ｅ２ａに低レベルの発光信号が印加される。すると，第２行目の画素の赤
色有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１にデータ線Ｄ１～Ｄｍからのデータ電圧Ｒに対応する電流が供
給されて発光が行われる。
【００５４】
　順次第３行目～第（ｎ－１）行目の画素にデータ電圧を印加して赤色有機ＥＬ素子ＯＬ
ＥＤ１を発光させる。第ｎ行目の選択走査線Ｓｎに低レベルの選択信号が印加されるとき
，データ線Ｄ１～Ｄｍに第ｎ行目の画素の赤色に対応するデータ電圧Ｒが印加され，第ｎ
行目の発光信号線Ｅｎａに低レベルの発光信号が印加される。すると，第ｎ行目の画素の
赤色有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１にデータ線Ｄ１～Ｄｍからのデータ電圧Ｒに対応する電流が
供給されて発光が行われる。
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【００５５】
　こうして，サブフィールド１ＳＦでは，表示パネル１００に形成された各画素に，赤色
に対応するデータ電圧Ｒを印加する。発光信号線Ｅ１ａ～Ｅｎａに印加される発光信号は
，一定の期間低レベルに維持され，発光信号が低レベルの間，該当発光信号の印加された
発光トランジスタＭ３１に接続された有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１は発光し続ける。図４では
，この期間をサブフィールド１ＳＦと同一の期間で示した。すなわち，各画素において，
赤色有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１は，サブフィールドに対応する期間，印加されたデータ電圧
に対応する輝度で発光する。
【００５６】
　次に，サブフィールド２ＳＦでは，前のサブフィールド１ＳＦと同様に第１行目～第ｎ
行目の選択走査線Ｓ１～Ｓｎに低レベルの選択信号が順次印加され，各選択走査線Ｓ１～
Ｓｎに選択信号が印加されるとき，データ線Ｄ１～Ｄｍには該当行の画素の緑色に対応す
るデータ電圧Ｇが印加される。また，選択走査線Ｓ１～Ｓｎに低レベルの選択信号が順次
印加されることに同期し，発光信号線Ｅ１ｂ～Ｅｎｂにも低レベルの発光信号が順次印加
される。すると，印加されたデータ電圧に対応する電流が発光トランジスタＭ３２を介し
て緑色の有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ２に伝達されて発光が行われる。
【００５７】
　このサブフィールド２ＳＦでも，発光信号線Ｅ１ｂ～Ｅｎｂに印加される発光信号は，
一定の期間低レベルに維持され，発光信号が低レベルの間，該当発光信号の印加された発
光トランジスタＭ３２に接続された緑色の有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ２は発光し続ける。図４
では，この期間を該当サブフィールド２ＳＦと同一の期間で示した。すなわち，各画素に
おいて，緑色の有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ２は，サブフィールド２ＳＦに対応する期間，印加
されたデータ電圧に対応する輝度で発光する。
【００５８】
　このように本発明の第１実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の駆動方法によれば，１フィ
ールドが２つのサブフィールドに分割されて順次駆動される。各サブフィールドでは一つ
の画素で１色相の有機ＥＬ素子のみが発光し，２つのサブフィールドを介して順次２色相
の有機ＥＬ素子が発光して色相が表示される。
【００５９】
　図４では，有機ＥＬ表示装置が単一走査（ｓｉｎｇｌｅ　ｓｃａｎ）において順次走査
（ｐｒｏｇｒｅｓｓｉｖｅ　ｓｃａｎ）方式で駆動されることを示したが，本発明は，こ
れに限定されず，走査方式として二重走査（ｄｕａｌ　ｓｃａｎ）方式，インタレース走
査（ｉｎｔｅｒｌａｃｅｄ　ｓｃａｎ）方式または他の方式を適用できる。
【００６０】
　また，本発明の第１実施形態では，スイッチングトランジスタと駆動トランジスタのみ
を使用する電圧書き込み方式の画素回路について説明したが，後述の如く，スイッチング
トランジスタと駆動トランジスタ以外に，駆動トランジスタのしきい値電圧を補償するた
めのトランジスタ，または電圧降下を補償するためのトランジスタなどを使用する電圧書
き込み方式の画素回路に対しても適用することができる。
【００６１】
　ところが，本発明の第１実施形態のような画素回路を用いた場合，発光トランジスタＭ
３１，Ｍ３２がＰＭＯＳトランジスタで形成されるので，高レベルの発光信号を印加する
場合，トランジスタＭ３１，Ｍ３２のゲートとソース間の電圧差が大きくなって有機ＥＬ
素子側へ漏れ電流が流れる。
【００６２】
　具体的に，サブフィールド１ＳＦで発光信号線Ｅｎａに低レベルの発光信号が印加され
てトランジスタＭ１の電流が赤色の有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１へ流れる間，発光信号線Ｅｎ
ｂには高レベルの発光信号が印加され，トランジスタＭ１の電流が緑色の有機ＥＬ素子Ｏ
ＬＥＤ２へ流れることを遮断する。
【００６３】
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　しかし，図３のようにトランジスタＭ３２がＰＭＯＳトランジスタで形成される場合，
発光信号線Ｅｎｂに高レベルの発光信号が印加されると，トランジスタＭ３２のゲートと
ソース間の電圧が大きくなって有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ２へ漏れ電流が流れるという問題点
が生ずる。
【００６４】
　同様に，サブフィールド２ＳＦでは，駆動トランジスタＭ１の電流が，有機ＥＬ素子Ｏ
ＬＥＤ２へは伝達され且つ有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１へは遮断されなければならないが，ト
ランジスタＭ３１のゲートとソース間の電圧によって有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ２へ電流が漏
洩するという問題点が生ずる。
【００６５】
　したがって，キャパシタＣｓｔに蓄えられた電圧が有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１，ＯＬＥＤ
２へ分けて伝達されることにより，所望する諧調の画像が表示されなくなって画質が低下
するという問題点があった。
【００６６】
　図５は本発明の第２実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の画素を示す図である。
【００６７】
　本発明の第２実施形態に係る画素回路は，図５に示すように，発光トランジスタＭ３１
，Ｍ３２がＮＭＯＳトランジスタで形成されるという点が，本発明の第１実施形態に係る
画素回路とは異なる。
【００６８】
　このように発光トランジスタＭ３１，Ｍ３２をＮＭＯＳトランジスタで形成する場合に
は，発光走査線Ｅｎａ，Ｅｎｂに低レベルの電圧を印加してトランジスタＭ１の電流を遮
断させる場合でも，発光トランジスタＭ３１，Ｍ３２のゲートとソース間の電圧の絶対値
が小さいので，有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１，ＯＬＥＤ２へ電流が漏れる現象を防止すること
ができる。
【００６９】
　しかし，発光トランジスタＭ３１，Ｍ３２をＮＭＯＳトランジスタで形成して漏れ電流
を減少させるためには，トランジスタＭ３１，Ｍ３２のチャネルの長さを長くしなければ
ならないという欠点がある。
【００７０】
　したがって，本発明の第３実施形態では，発光トランジスタとして，ＮＭＯＳトランジ
スタとＰＭＯＳトランジスタを直列状に形成して使用することにより，本発明の第１およ
び第２実施形態に係る画素回路の欠点を克服する。
【００７１】
　図６は本発明の第３実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の画素を示す回路図である。
【００７２】
　図６に示すように，トランジスタＭ１と有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１との間にトランジスタ
Ｍ３１ａ，Ｍ３１ｂが直列接続され，トランジスタＭ１と有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ２との間
にトランジスタＭ３２ａ，Ｍ３２ｂが直列接続される。
【００７３】
　また，トランジスタＭ３１ａとトランジスタＭ３２ｂはＰＭＯＳトランジスタで形成さ
れ，トランジスタＭ３１ｂとトランジスタＭ３２ａはＮＭＯＳトランジスタで形成される
。トランジスタＭ３１ａ，Ｍ３２ａのゲートが発光信号線Ｅｎａに接続され，トランジス
タＭ３１ｂ，Ｍ３２ｂのゲートが発光信号線Ｅｎｂに接続される。
【００７４】
　したがって，サブフィールド１ＳＦで発光信号線Ｅｎａに低レベルの電圧を印加し，発
光信号線Ｅｎｂに高レベルの電圧を印加すると，トランジスタＭ３１ａ，Ｍ３１ｂがター
ンオンされて駆動トランジスタＭ１の電流が有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１へ流れる。この際，
有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ２に接続されたトランジスタＭ３２ａ，Ｍ３２ｂは全て遮断される
ので，有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ２への漏れ電流を効果的に抑制することができる。
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【００７５】
　同様に，サブフィールド２ＳＦで発光信号線Ｅｎａに高レベルの電圧を印加し，発光信
号線Ｅｎｂに低レベルの電圧を印加すると，トランジスタＭ３２ａ，Ｍ３２ｂがターンオ
ンされて駆動トランジスタＭ１の電流が有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ２へ流れる。この際にも，
有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１に接続されたトランジスタＭ３１ａ，Ｍ３２ｂは全て遮断される
ので，有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１へ漏れ電流が流れなくなる。
【００７６】
　したがって，本発明の第３実施形態によれば，図４に示した駆動波形をそのまま利用し
ながらも，非発光区間で有機ＥＬ素子への漏れ電流を大幅減少させることができる。また
，２つのトランジスタを直列接続して形成するので，各トランジスタのチャネルの長さを
短くすることができる。
【００７７】
　図７は本発明の第４実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の画素を示す回路図である。
【００７８】
　図７に示すように，本発明の第４実施形態に係る画素回路は，一つの駆動部に３つの有
機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１，ＯＬＥＤ２，ＯＬＥＤ３が接続され，駆動トランジスタＭ１と各
有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１，ＯＬＥＤ２，ＯＬＥＤ３の間にはそれぞれ３つの発光トランジ
スタが直列接続されるという点が，本発明の第３実施形態に係る画素回路とは異なる。
【００７９】
　このように一つの駆動部に３つの有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１，ＯＬＥＤ２，ＯＬＥＤ３を
接続させて駆動する場合には，１フィールドが３つのサブフィールドに分けて駆動され，
各サブフィールドでは有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１，ＯＬＥＤ２，ＯＬＥＤ３を駆動するため
の信号が印加される。
【００８０】
　すなわち，第１サブフィールドでは，発光走査線Ｅｎａに低レベルの電圧を印加し，発
光走査線Ｅｎｂ，Ｅｎｃに高レベルの電圧を印加すると，トランジスタＭ３１ａ～Ｍ３１
ｃがターンオンされて駆動トランジスタＭ１の電流が有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１へ伝達され
る。
【００８１】
　また，有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ２に接続されたＮＭＯＳトランジスタＭ３２ａとＰＭＯＳ
トランジスタＭ３２ｂがターンオフされ，駆動トランジスタＭ１の電流が有機ＥＬ素子Ｏ
ＬＥＤ２へ流れることが遮断される。そして，有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ３に接続されたＮＭ
ＯＳトランジスタＭ３３ａとＰＭＯＳトランジスタＭ３３ｃがターンオフされ，駆動トラ
ンジスタＭ１の電流が有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ３へ流れることが遮断される。
【００８２】
　したがって，第１サブフィールドでは，有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１のみがデータ電圧に対
応する諧調（かいちょう）で発光し，有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ２，ＯＬＥＤ３は電流が遮断
されるので発光しない。
【００８３】
　この際にも，有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ２，ＯＬＥＤ３には，直列接続されたＮＭＯＳトラ
ンジスタとＰＭＯＳトランジスタによって電流が遮断されるので，有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ
２，ＯＬＥＤ３へ電流が漏れることを抑制することができる。
【００８４】
　同様に，第２のサブフィールドでは，発光走査線Ｅｎｂに低レベルの電圧を印加し，発
光走査線Ｅｎａ，Ｅｎｃに高レベルの電圧を印加すると，有機ＥＬ素子ＯＬＥＤのみが発
光し，有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１，ＯＬＥＤ３は非発光する。第３サブフィールドでは，発
光走査線Ｅｎｃに低レベルの電圧を印加し，発光走査線Ｅｎａ，Ｅｎｂに高レベルの電圧
を印加して有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ３のみを発光させることができる。
【００８５】
　したがって，一つの駆動部で３つの有機ＥＬ素子を駆動する場合でも，駆動トランジス
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ＥＬ素子へ漏れる電流を最小化することができ，直列接続されたＮＭＯＳトランジスタお
よびＰＭＯＳトランジスタを用いて電流を遮断するので，各トランジスタのチャネル長を
短く設定することができる。
【００８６】
　図８は本発明の第５実施形態に係る有機ＥＬ装置の画素を示す回路図である。
【００８７】
　図８に示すように，本発明の第５実施形態に係る画素回路は，駆動部が駆動トランジス
タＭ１のしきい値電圧の偏差を補償するためのトランジスタＭ４，Ｍ５およびキャパシタ
Ｃｖｔｈをさらに含むという点が，本発明の第３実施形態に係る画素回路とは異なる。
【００８８】
　本発明の第３実施形態のように画素回路を形成する場合，有機ＥＬ素子へ流れる電流は
，駆動トランジスタＭ１のしきい値電圧Ｖｍに影響される。したがって，製造工程の不均
一により薄膜トランジスタの間にしきい値電圧の偏差が存在する場合，高諧調を得難いと
いう問題点が発生する。
【００８９】
　したがって，本発明の第５実施形態では，駆動トランジスタＭ１のしきい値電圧ＶＴＨ

を補償し，有機ＥＬ素子へ流れる電流が駆動トランジスタＭ１のしきい値電圧ＶＴＨに影
響されないようにする。
【００９０】
　次に，本発明の第５実施形態に係る画素回路について具体的に説明する。但し，本発明
の第３実施形態と関連して重複する部分はその説明を省略する。現在選択信号を伝達しよ
うとする選択走査線を「現在走査線」といい，現在選択信号が伝達される前に選択信号を
伝達した選択走査線を「直前走査線」という。
【００９１】
　キャパシタＣｖｔｈはトランジスタＭ１のゲートとキャパシタＣｓｔとの間に接続され
る。トランジスタＭ４はトランジスタＭ１のゲートとドレインとの間に接続され，直前走
査線Ｓｎ－１からの選択信号に応答してトランジスタＭ１をダイオード接続させる。トラ
ンジスタＭ５は，電源ＶＤＤとキャパシタＣｖｔｈのキャパシタＣｓｔ側の電極に接続さ
れ，直前走査線Ｓｎ－１からの選択信号に応答してキャパシタＣｖｔｈの一電極に電源Ｖ
ＤＤを印加する。
【００９２】
　直前走査線Ｓｎ－１に低レベルの電圧が印加されると，トランジスタＭ４がターンオン
されてトランジスタＭ１がダイオード接続状態になり，トランジスタＭ５がターンオンさ
れてキャパシタＣｖｔｈにはトランジスタＭ１のしきい値電圧が蓄えられる。
【００９３】
　その後，現在走査線Ｓｎに低レベルの電圧が印加されると，トランジスタＭ２がターン
オンされてデータ電圧ＶｄａｔａがキャパシタＣｓｔに充電される。キャパシタＣｖｔｈ
にはトランジスタＭ１のしきい値電圧Ｖｔｈが蓄えられているので，トランジスタＭ１の
ゲートにはデータ電圧ＶｄａｔａとトランジスタＭ１のしきい値電圧Ｖｔｈとの和に対応
する電圧が印加される。
【００９４】
　したがって，発光走査線Ｅｎａ，Ｅｎｂのいずれかに低レベルの電圧が印加され，対応
する発光トランジスタＭ３１，Ｍ３２がターンオンされると，下記数式に示すような電流
が有機ＥＬ素子に伝達されて発光が行われる。
【００９５】
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【数１】

　ここで，ＩＯＬＥＤは有機ＥＬ素子に流れる電流，ＶｇｓはトランジスタＭ１のソース
とゲート間の電圧，ＶｔｈはトランジスタＭ１のしきい値電圧，Ｖｄａｔａはデータ電圧
，βは定数値を示す。
【００９６】
　上記数式により，有機ＥＬ素子に流れる電流がトランジスタＭ１のしきい値電圧に影響
されなくなって，所望する諧調の画像を表現することができる。例えば，図６では，駆動
トランジスタと有機ＥＬ素子との間に２つの発光トランジスタが直列接続されており，図
７では駆動トランジスタと有機ＥＬ素子との間に３つの発光トランジスタが接続されてい
るが，実施形態によって異にすることができる。また，本実施の形態にかかる発光トラン
ジスタの個数は，何れの個数の場合であっても実施可能である。
【００９７】
　また，上記説明では，駆動トランジスタが，Ｐ型のチャネルを有するトランジスタであ
ると説明したが，実施形態によって，Ｎ型のチャネルを有するトランジスタを使用するこ
とができ，ＭＯＳトランジスタ以外に第１～第３電極を備え，第１電極と第２電極との間
に印加される電圧に対応して，第３電極へ出力される電流を制御することが可能な別の能
動素子を用いて駆動トランジスタを実現することができる。
【００９８】
　以上，添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが，本発明は
かかる例に限定されない。当業者であれば，特許請求の範囲に記載された技術的思想の範
疇内において各種の変更例または修正例を想定し得ることは明らかであり，それらについ
ても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【産業上の利用可能性】
【００９９】
　本発明は，有機物質の電界発光を用いた有機ＥＬ表示装置等に適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１００】
【図１】本発明の第１実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の概略を示す平面図である。
【図２】図１の有機ＥＬ表示装置の画素の概略を示す説明図である。
【図３】本発明の第１実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の画素の概略を示す回路図である
。
【図４】本発明の第１実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の駆動タイミングを示す説明図で
ある。
【図５】本発明の第２実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の画素の概略を示す回路図である
。
【図６】本発明の第３実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の画素の概略を示す回路図である
。
【図７】本発明の第４実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の画素の概略を示す回路図である
。
【図８】本発明の第５実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の画素の概略を示す回路図である
。
【符号の説明】
【０１０１】
　１００　　表示パネル
　１１０　　画素
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　１１１　　駆動部
　２００　　選択走査駆動部
　３００　　発光走査駆動部
　４００　　データ駆動部

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】
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